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На кремниевых подложках плазмо-химическим методом (PECVD) формировались пленки оксида кремния толщиной 140 нм. Затем они легировались ионами 64Zn+ с энергией 40 кэВ и дозой 7Е16/см2 и отжигались в кислороде в диапазоне от 400 до 800оС с шагом 100оС течение 1 часа на каждом шаге. 
Исследование профилей Zn в процессе отжигов проводилось с помощью резерфордовского обратного рассеяния протонов с энергией 700 кэВ. Химическое состояние атомов цинка и фазовый состав пленки определялись с помощью электронной Оже-спектроскопии. 
Установлено, что после имплантации профиль имплантированного цинка имеет нормальную форму с максимумом около 30 нм, что соответствует расчетам по программе SRIM. По мере отжигов происходит изменение профиля имплантированного цинка: вначале при низких температурах (до 600оС) он смещается вглубь пленки, а при более высоких - (700оС и выше) к поверхности пленки и расплывается. При отжигах происходит изменение химического состояния имплантированного цинка: его заряд изменяется от нейтрального (после имплантации) до 2+ при 700оС и выше, т.е. имеет место образование фазы оксида цинка ZnO. 
